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Caracterização e análise do estresse no parâmetro de rede em sistemas 
Cristal/Amorfo através da técnica de MEIS

(a) (a)  (a)T. S. Ávila , P.L. Grande , e P.F.P. Fichtner

(a) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Av. Bento Gonçalves 9500 - Campus Vale, Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Nanoestruturas na interface de matrizes sólidas cristal/amorfo do tipo Si/SiO2 têm sido investigadas, 
por apresentarem grande interesse tecnológico nas áreas de nanociência e nanotecnologia, devido as suas 
propriedades físicas propícias para o desenvolvimento de dispositivos óticos e eletrônicos, tais como: 
memórias voláteis (flash memory) e diversos tipos de transistores de efeito de campo (FET tecnology)[1,2]. 

Amostras do tipo SOI (Silicon on Insulator) com camadas cristalinas ultrafinas na superfície, têm sido 
utilizados para o crescimento de nanopartículas semicondutoras de germânio (SGOI - Silicon-Germanium on 
Insulator)[1]. Recentes estudos têm mostrado que heteroestruturas crescidas na superfície desses SGOI's 
apresentam um aumento efetivo na mobilidade de portadores quando comparados com SOI puro. Isto 
possibilita grandes vantagens tecnológicas nas características da corrente de gate no dreno de transistores.

A técnica de MEIS é utilizada para análise de superfícies cristalinas, capaz de determinar as 
composições elementares e o perfil de concentração em filmes ultrafinos com resolução de profundidade menor 
que 1nm. O MEIS ainda serve como técnica adicional para a caracterização da forma, distribuição de tamanhos 
e estequiometria de sistemas de nanopartículas na superfície bem como em camadas mais profundas[4]. 
Sendo possível ainda, efetuar uma análise sobre a tensão da rede de filmes cristalinos. Através do software de 
simulação de Monte Carlo, PowerMeis[5], desenvolvido pelo grupo de Implantação Iônica da UFRGS são 
obtidos resultados sobre a caracterização da forma, distribuição de tamanhos e de estequiometria de sistemas 
de nanopartículas e filmes. 

O objetivo deste trabalho é utilizarmos a grande capacidade da técnica de MEIS, combinada com outras 
técnicas experimentais (RBS e TEM), para caracterizar amostras SGOI e SOI, de forma a obtermos 
informações sobre as suas características de estrutura interna e composição elementar, além de aspectos de 
tensão na rede e suas implicações na mobilidade eletrônica destes materiais. 

Mostramos que através da análise via MEIS das regiões de bloqueio, observadas nos mapas 
bidimensionais,  que o estresse na camada cristalina superficial nas amostras SGOI, devido a presença de 
Germânio, torna a mobilidade eletrônica destes materiais maior do que nas amostras SOI, fazendo com que 
esse tipo de material apresente melhores características para aplicações tecnológicas em dispositivos 
eletrônicos.
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